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【57】申請專利範圍
1.　一種晶圓曝光排版方法，係針對預形成複數多邊形晶粒之一晶圓執行步進式曝光，該晶
圓曝光排版方法包括以下步驟：

針對該晶圓規劃彼此平行且等距之複數直線曝光路徑，每一該直線曝光路徑包括沿直線

並排之複數矩形曝光場區域，任一該矩形曝光場區域係部分重疊相鄰之另一該矩形曝光

場區域，且每一該矩形曝光場區域覆蓋該晶圓之一部份；

提供一光罩，該光罩係由複數完整正六邊形單元構成一蜂巢狀結構，使得該光罩之各側

邊形成凹凸邊緣，其中任一該完整正六邊形單元對應於該複數多邊形晶粒之至少一者；

以及

使該光罩相對於該晶圓沿著該複數直線曝光路徑逐一移動，且該光罩沿著任一該直線曝

光路徑移動時係沿著並排之該複數矩形曝光場區域逐一移動，以針對該晶圓曝光；其中

當該光罩對應移動至任一該矩形曝光場區域內之一第一曝光位置時，該光罩之各該側邊

局部接觸該矩形曝光場區域之各側邊，且該光罩之至少一該側邊與該光罩對應移動至相

鄰之另一該矩形曝光場區域內之一第二曝光位置之一對應側邊局部嵌合。

2.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中該光罩之各側邊包括複數凸出部及複數凹入
部，當該光罩對應移動至任一該矩形曝光場區域內之該第一曝光位置時，該光罩之至少

一該側邊之複數凸出部局部嵌合該光罩對應移動至相鄰之另一該矩形曝光場區域內之該

第二曝光位置之該對應側邊之複數凹入部，且該光罩之至少一該側邊之複數凹入部局部

嵌合該光罩對應移動至相鄰之另一該矩形曝光場區域內之該第二曝光位置之該對應側邊

之複數凸出部。

3.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中每一該直線曝光路徑中之任一該矩形曝光場
區域係以自一短側邊向內延伸之局部區域重疊橫向相鄰之另一該矩形曝光場區域自相對

之一短側邊向內延伸之局部區域。

4.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中每一該直線曝光路徑中之任一該矩形曝光場
區域係以自一長側邊向內延伸之局部區域重疊縱向相鄰之另一該直線曝光路徑中之另一

該矩形曝光場區域自相對之一長側邊向內延伸之局部區域。
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5.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中每一該直線曝光路徑中之任一該矩形曝光場
區域係以自一長側邊及一短側邊之夾角向內延伸之局部區域重疊斜向相鄰之另一該直線

曝光路徑中之另一該矩形曝光場區域自相對之一長側邊及一短側邊之夾角向內延伸之局

部區域。

6.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中當該光罩對應移動至任一該矩形曝光場區域
內時，任一該完整正六邊形單元之位置對應於該複數多邊形晶粒之至少一者之位置。

7.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中各該完整正六邊形單元係以複數多邊形子單
元構成，且當該光罩對應移動至任一該矩形曝光場區域內時，任一該多邊形子單元之位

置對應於該複數多邊形晶粒之其中一者之位置。

8.　如請求項 7所述之晶圓曝光排版方法，其中每一該多邊形子單元係呈正三角形或正梯
形。

9.　如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中每一該多邊形晶粒係呈正三角形、正梯形或
正六邊形。

10.   如請求項 1所述之晶圓曝光排版方法，其中該複數完整正六邊形單元係形成複數排完整
正六邊形單元群組，且任一排該完整正六邊形單元群組係與相鄰之另一排該完整正六邊

形單元群組彼此錯位設置，以構成該蜂巢狀結構。

11.   一種應用於如請求項 1至 10中任一項所述之晶圓曝光排版方法之光罩，該光罩係由複數
完整正六邊形單元構成一蜂巢狀結構，使得該光罩之各側邊形成凹凸邊緣，其中任一該

完整正六邊形單元對應於該晶圓之該複數多邊形晶粒之至少一者。

圖式簡單說明

圖 1為習知步進式曝光設備執行晶圓曝光製程之示意圖。
圖 2為習知步進式曝光設備執行晶圓曝光製程時相鄰之 2個場區域之曝光狀態之示意圖。
圖 3為本發明之晶圓曝光排版方法之流程圖。
圖 4為本發明之晶圓曝光排版方法所規劃之複數直線曝光路徑之示意圖。
圖 5為本發明之晶圓曝光排版方法所使用之光罩之示意圖。
圖 6為本發明之晶圓曝光排版方法之光罩相對於晶圓沿著複數曝光路徑逐一移動之軌跡示意
圖。

圖 7為本發明之晶圓曝光排版方法之光罩位於單一矩形曝光場區域內之軌跡示意圖。
圖 8為本發明之晶圓曝光排版方法之光罩於橫向相鄰之 2個矩形曝光場區域間之軌跡示意圖。
圖 9為本發明之晶圓曝光排版方法之光罩於縱向相鄰之 2個矩形曝光場區域間之軌跡示意圖。
圖 10為本發明之晶圓曝光排版方法之光罩於斜向相鄰之 2個矩形曝光場區域間之軌跡示意
圖。

圖 11A為本發明之晶圓曝光排版方法所使用之光罩之另一實施例之示意圖。
圖 11B為本發明之晶圓曝光排版方法所使用之光罩之又一實施例之示意圖。
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